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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：有研半导体材料股份有限公司、万向硅峰电子有限公司。

本标准主要起草人：孙燕、李俊峰、楼春兰、卢立延、张静、翟富义。
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硅片表面金属沾污的

全反射犡光荧光光谱测试方法

１　范围

１．１　本标准规定了硅片表面金属沾污的全反射Ｘ光荧光光谱测试方法，本方法使用单色Ｘ光源全反

射Ｘ光荧光光谱的方法定量测定硅单晶抛光衬底表面层的元素面密度。

１．２　本标准适用于Ｎ型和Ｐ型硅单晶抛光片、外延片等镜面抛光的硅片，尤其适用于清洗后硅片自然

氧化层，或经化学方法生长的氧化层中沾污元素的面密度测定。

１．３　对良好的镜面抛光片表面，可探测深度约５ｎｍ，分析深度随表面粗糙度的改善而增加。

１．４　本方法可检测原子周期表中１６（Ｓ）９２（Ｕ）的元素，尤其对确定如下元素有效：钾、钙、钛、钒、铬、

锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、钯、银、锡、钽、钨、铂、金、汞和铅。

１．５　本方法适用于测量面密度在（１０
９
～１０

１５）ａｔｏｍｓ／ｃｍ２ 的范围的元素。检测极限依赖于原子数、激励

能、激励Ｘ射线的光通量，设备的本底积分时间以及空白值。对恒定的设备参数，无干扰探测极限是元

素原子序数的函数，其变化超过两个数量级，见附录Ａ．１中重复性和检测极限的相关性讨论。

１．６　本方法是非破坏性的。

本方法是对其他测试方法的补充（见附录Ｂ）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４２６４　半导体材料术语

ＳＥＭＩＭＦ１５２６　用全反射Ｘ射线荧光光谱法测量硅片表面的金属沾污

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１４２６４确立的以及下列术语、定义和缩略语适用于本标准。

３．１

　　角扫描　犪狀犵犾犲狊犮犪狀

作为掠射角函数，对发射的荧光信号的测量。

３．２

　　临界角　犮狉犻狋犻犮犪犾犪狀犵犾犲

当掠射角低于某一角度时，被测表面发生对入射Ｘ射线的全反射，这一角度称为临界角，即能产生

全反射的最大角度。

３．３

　　掠射角　犵犾犪狀犮犻狀犵犪狀犵犾犲

ＴＸＲＦ方法中Ｘ射线的入射角度。

３．４

　　全反射犡光荧光光谱犜犡犚犉　狋狅狋犪犾狉犲犳犾犲犮狋犻狅狀犡犚犪狔犳犾狌狅狉犲狊犮犲狀犮犲狊狆犲犮狋狉狅狊犮狅狆狔

全反射Ｘ光荧光光谱。
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